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Рис. 1. Спектры поглощения и люминесценции квантовых точек CdTe/CdS 
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(ZnO/C)81 thin films was prepared by ion beam sputtering. Analysis of the structure for 

resulting thin films showed that the ZnO layers are in the nanocrystalline state, and the car-

bon layers are in amorphous state. By adding amorphous carbon, the process of recrystalli-

zation in (ZnO/C)81 thin films was reduced in comparison with ZnO films (grain size in-

crease). 

 

Оксидные полупроводники активно применяются в качестве материалов 

сенсоров различных газов. Повышение чувствительности таких детекторов 

возможно при использовании наноструктурированных материалов, с размером 

зерна порядка нескольких десятков нанометров. Однако стабильность их сен-

сорных свойств снижается из-за процессов рекристаллизации при высоких ра-
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бочих температурах (до 400°С). Одним из способов повышения температуры 

рекристаллизации и подавления процесса роста зерен является получение гете-

рогенных наносистем. 

Целью работы являлось получение наноструктурированного материала на 

основе ZnO с добавлением аморфного углерода, изучение его структуры и 

электрических свойств. 

Для этого, методом ионно-лучевого распыления, были получены тонкопле-

ночные гетерогенные структуры послойным осаждением ZnO и C из двух ми-

шеней (керамики ZnO и графита) ZnO/С. В качестве подложки использовался 

ситалл марки СТ-50. Количество полученных таким способом бислоев для мно-

гослойной структуры (ZnO/С)81 равнялось 81. Толщина слоев ZnO и прослоек 

аморфного углерода в полученных многослойных наноструктурах изменялась 

от 0,1 до 5 нм. 

Рентгеноструктурный анализ тонких пленок (ZnO/С)81 показал наличие ре-

флексов от прослоек оксида цинка в составе многослойной структуры 

(ZnO/С)81, имеющего гексагональную кристаллическую структуру с группой 

симметрии P63mc, которые характеризуются текстурой с осью <001>, перпен-

дикулярной плоскости подложки, что связано с особенностями формирования 

кристаллической структуры в процессе синтеза образцов. Для определения 

размеров кристаллитов был проведен расчет областей когерентного рассеяния в 

исходных пленках ZnO и (ZnO/С)81 до и после термической обработки при раз-

личных температурах. Результаты приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Размер кристаллитов в пленке ZnO (1) и в пленке (ZnO/С)81 (2) до и после тер-

мической обработки. 

 

Согласно полученным данным, путем добавления аморфного углерода уда-

лось снизить процесс рекристаллизации в пленках (ZnO/С)81 по сравнению с 

пленками ZnO. 
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